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Inventia se refera la domeniul tehnicii de
masurare si poate fi utilizatd in aparate de
masurat, in care se utilizeaza senzori pe baza
de oxizi semiconductori nanostructurati.

Dispozitivul de masurare a parametrilor
senzorului pe bazd de oxizi semiconductori
nanostructurati in diapazon de ordinul
microwatilor include o sursa de tensiune de
referinta reglabild, conectatd in serie cu un
senzor cercetat si o rezistentd etalon, caderea
totald a tensiunii pe senzor §i rezistenta etalon
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si, separat, cadereca de tensiune pe rezistenta
etalon fiind aplicate la intrarile a doua
convertoare  analogic-digitale ale  unui
microcontroler prin doud amplificatoare
operationale, iesirile microcontrolerului sunt
conectate print-un convertor digital-analogic la
intrarea sursei de tensiune de referinta reglabila
si la un ecran pentru afisarea rezultatelor
obtinute.
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